DOTAZ

 
1. Nainstalovaný vakuový držák vzorku pro wafery do 6“ a. Vzorky se u litografických systémů uchycují buď pomocí vakua nebo bez nutnosti vakua. Oba přístupy se používají jako standardní řešení a záleží na výrobci, jakou má koncepci. Naše řešení umožňuje uchycení waferů i bez nutnosti vakua, fixace waferu je zajištěna funkčně-ekvivalentní cestou. Navíc nemáme omezení na minimální velikost i tloušťku vzorku. Maximální rozměry splňujeme, resp. dokážeme uchytit i větší vzorky. Důvody, proč nepoužíváme vakuové přisátí vzorku, spočívají v tom, že vakuový držák s sebou nese potenciální možnost deformace waferu, vývěva vnáší nežádoucí vibrace do systému a zvyšuje provozní náklady. 


b. Je pro Vás změna požadavku z vakuového držáku vzorku na čistě jen držák vzorku, která s sebou nenese žádné omezení, a naopak přidává funkční výhody (bez omezení minimálních rozměrů, nižší provozní náklady, absence vibrací), přijatelná? 

ODPOVĚĎ

1. Zadavatel netrvá na vakuovém držáku vzorku. Bude akceptovat takové řešení držáku vzorku, u kterého je dodavatel schopen garantovat dosažení požadovaných parametrů litografického procesu bez jakéhokoliv rizika náhodného posunu vzorku v průběhu procesu i pro hladké, leštěné substráty, a to bez použití jakýchkoliv chemických pojidel, které by mohly přijít do styku se substrátem. 

The tenderer does not insist on the vacuum sample holder. It will accept a sample holder solution in which the supplier is able to guarantee the achievement of the required lithographic process parameters without any risk of accidental sample shifting during the process even for smooth, polished substrates, without the use of any chemical binders that might come into contact with the substrate.


DOTAZ

 
2. Laser o vlnové délce 375 nm s minimálním výkonem 60 mW a životností > 10.000 h a. Celosvětový trend v rámci litografických systémů je postupné nahrazování laserových zdrojů záření vysokovýkonnými LED zdroji s ohledem na garantovanou vyšší životnost a násobně vyšší optický výkon. Vzhledem k spektrálnímu průběhu citlivosti všech standardních, komerčně dostupných fotorezistů (nejpoužívanější rezisty spadají obvykle maximem citlivosti do řady h-line nebo i-line, tedy 405 nm nebo 365 nm) je daný požadavek na laser s konkrétně definovanou vlnovou délkou čistě produktově specifický. Křivky citlivosti nevykazují obvykle ostré skoky / píky ve spektru pro opodstatnění 375 nm laseru. Standardně se na trhu objevují systémy s osvitem 365 nm, 375 nm, 385 nm, 405 nm v závislosti na výrobci a dostupnosti zdrojů osvitu, spíše než v závislosti na aplikaci. Tento produktově čistě specifický požadavek by tak neumožnil i ostatním dodavatelům, aby mohli podat nabídku v rámci této veřejné zakázky 
b. Je pro Vás záměna z Laseru o vlnové délce 375 nm na úzkopásmový světelný zdroj (LD nebo LED) o vlnové délce 385 nm nebo 365 nm při zachování dalších požadovaných parametrů, která s sebou nenese žádná provozní omezení, přijatelná?

ODPOVĚĎ




2. Zadavatel netrvá na laserovém zdroji záření o vlnové délce 375 nm. Zadavatel bude akceptovat i úzkopásmový světelný zdroj o vlnové délce 385nm, který je vhodný pro použití g-, h- a i-line pozitivních a negativních fotorezistů a fotorezistu SU-8.

The contracting authority does not insist on a laser radiation source with a wavelength of 375 nm. The contracting authority will also accept a narrow-band light source with a wavelength of 385nm, which is suitable for the use of g-, h- and i-line positive and negative photoresist and SU-8 photoresist.

DOTAZ


3. 1 ks optické trubice s velikostí spotu 10 μm a. Požadavek na trubici s 10 μm spotem je poměrně úzce vymezující. Je pro Vás přijatelný systém s vyšším rozlišením (trubice se spotem 5 μm), který taktéž umožňuje rychlý zápis struktur i do silných vrstev fotorezistu? Výsledků srovnatelných s použitím 10 μm spotem lze docílit třemi způsoby: i. Zápisem pomocí 5 μm spotu s jemným pohybem vzorku 
ii. Nastavením offsetu v ose z při 5 μm svazku (díky divergenci zapisovacího svazku tak lze docílit průměru stopy 10 μm na vzorku) 
iii. Vícepixelovým zápisem s funkcí „smoothing“ (vyhlazování okrajů), přičemž dochází k simultánnímu zápisu 4 nebo více sousedních pixelů (binning; dle rozlišení – lze použít matici 2x2 pro 5 μm nebo větší matici při vyšším rozlišení), případně kombinací i. a iii. 

b. Zmíněnými způsoby lze dosáhnout stejného výsledku, jako při použití 10 μm spotu. Způsob je navíc vhodný i pro zápis do silných vrstev fotorezistu (testováno i na 1000 μm silné vrstvě fotorezistu). Zároveň jsme schopni velmi rychlého zápisu i díky vysoce intenzivnímu zdroji osvitu (násobně vyšší intenzita, než jakou požadujete, s plynulou regulací jasu). 
c. Je pro Vás tato změna, která s sebou nenese žádné omezení, a naopak přidává funkční výhody (vyšší rozlišení, větší variabilita sestavy), přijatelná? 

ODPOVĚĎ

3. Zadavatel bude akceptovat spot 5µm, pokud je možné dosáhnout rychlosti zápisu do silných fotorezistů (tj. tloušťka 250 µm a výše) srovnatelných se spotem 10µm 

The contracting authority will accept a spot of 5µm if it is possible to achieve a speed of writing into thick photoresist layer (ie thickness of 250 µm and above) comparable to a spot of 10µm


DOTAZ

4. Minimální aspect ratio zařízení 1x20 nebo více a. Nerozumíme, jak tento parametr zařízení interpretovat. i. Pokud máte na mysli možnost zápisu do fotorezistu s vytvořením struktury o poměru stran 1 : 20, pak se jedná především o manipulaci s fotorezistem (postup při vyvolání, následné vypékání spojené s geometrickými změnami rezistu, pre-processing a případně další post-processing rezistu). 
ii. Máte na mysli poměr průměru svazku (se započtením rozbíhavosti optického kužele pro dané rozlišení) vůči tloušťce vrstvy, do které lze zapisovat? 

b. Pokud je tento parametr zařízení myšlen jinak, prosím o vysvětlení a upřesnění požadavku 

ODPOVĚĎ

4. Zadavatel upřesňuje: hloubka ostrosti použité optiky musí být dostatečná pro teoretickou možnost dosažení poměru stran objektů min. 1:20 (x/y:z, při dodržení podmínky rovných vertikálních stěn) i v silných vrstvách fotorezistu, tj. o tloušťce min. 200 µm (např. při použití SU-8 fotorezistu). Jako příklad lze uvést strukturu o podstavě obdélníku 10 µm x 100 µm a výšce 200 µm.

The contracting authority specifies: the depth of field of the optics used must be sufficient for the theoretical possibility of reaching the aspect ratio of min. 1:20 (x / y: z, while maintaining the condition of straight vertical walls) even in thick layers of photoresist, ie min. 200 µm (eg when using SU-8 photoresist). An example is a structure with a base of a rectangle of 10 µm x 100 µm and a height of 200 µm.
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